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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein vertika-
les Leistungshalbleiterbauteil (1) mit einem Halbleiterchip
(2), der eine Vielzahl von auf der Oberseite (3) verteilten
Kontaktflachen (4) einer gemeinsamen Oberseitenelektro-
de (30) aufweist. Die Rickseite (7) des Halbleiterchips bil-
det eine Gegenelektrode (29) mit einem ersten Aufienan-
schluss des Leistungshalbleiterbauteils, wahrend die Ober-
seite (3) des Halbleiterchips (2) eine Metallplatte (10) als
gemeinsame Oberseitenelektrode (30) aufweist, die stoff-
schlussig mit den Kontaktflachen verbunden ist. Die Ober-
seite (11) der Metallplatte ist Gber Bondverbindungen (14) ~ —
mit einem zweiten AuRenanschluss des Leistungshalblei- o= 1 22/ 29
terbauteils elektrisch verbunden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein vertikales Leis-
tungshalbleiterbauteil mit einem Halbleiterchip und
Verfahren zur Herstellung desselben. Vertikale Leis-
tungshalbleiterbauteile weisen Halbleiterchips auf,
deren Halbleiterelemente, wie Dioden und Transisto-
ren, vertikal strukturiert sind, wobei die Rickseite des
Halbleiterchips eine grof3flachige Elektrode der verti-
kalen Struktur bildet. Derartige vertikale Leistungs-
halbleiterbauteile mit entsprechender Halbleiter-
chipstruktur sind auch als "COOL-MOS"-Halbleitere-
lemente bekannt.

Stand der Technik

[0002] Ein weiteres Leistungshalbleiterbauteil ist
aus der Druckschrift PCT/US 99/12411 mit Fig. 3 be-
kannt, bei dem ein Halbleiterchip 202 tber Lotballe
an Flachleitern 206 und 208 befestigt ist. Bei diesem
Design ist von Nachteil, dass die Kontaktierungen
Uber Lotballe nicht besonders zuverlassig sind. Ins-
besondere bei héheren Temperaturen und langerer
Betriebsdauer besteht die Gefahr von Ausfallen die-
ser Leistungshalbleiterbauteile aufgrund erhohter
thermischer Spannungen zwischen Lotbéllen und
Flachleitern.

[0003] Aus der Druckschrift DE 101 34 943 ist ein
vertikales Leistungshalbleiterbauteil bekannt, bei
dem keine Lotbélle zwischen Halbleiterchip und
Flachleitern eingesetzt werden, sondern eine Viel-
zahl parallel geschalteter Bondanschliisse, in Form
von Thermokompressionskdpfen auf der Oberseite
eines Leistungshalbleiterchips, angeordnet sind. Die-
se technische Losung ist jedoch nur dann einsetzbar,
wenn eine ausreichend grof3e Halbleiterchipobersei-
te flr das Anbringen der Vielzahl von Bondanschlis-
sen zur Verfugung steht und die Grée der Kontakt-
flachen ausreichend ist, um darauf Bondanschlisse
aufzubonden.

[0004] Bei standig kleiner werdenden Strukturen
und gleichzeitig grolRer werdenden Stromdichten der
Leistungshalbleiterchips reicht die Oberseite des
Halbleiterchips nicht aus, um eine ausreichende An-
zahl von Bondanschlissen aufzubringen. Ferner hat
das aus DE 101 34 943 bekannte Leistungshalblei-
terbauteil den Nachteil, dass die Stromeinspeisung
nicht gleichmaRig auf die aktive Oberseite des Halb-
leiterchips verteilt werden kann, sodass es zu lokaler
Uberhitzung kommen kann. SchlieBlich hat die be-
kannte Struktur den Nachteil, dass bei der Herstel-
lung der Vielzahl von Bondanschlissen der Halblei-
terchip mehrfach lokal mechanisch hoch belastet
wird, was zu Mikrorissen und damit zum Ausfall des
Leistungshalbleiterbauteils fihren kann.
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Aufgabenstellung

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile
im Stand der Technik zu Uberwinden und ein vertika-
les Leistungshalbleiterbauteil, sowie ein Verfahren zu
seiner Herstellung anzugeben, sodass die mechani-
sche Belastung bei der Herstellung reduziert ist. Fer-
ner soll die Anzahl paralleler Bondanschlisse unab-
hangig von der GréRe der Oberflache des Halbleiter-
chips ermdglicht werden. Schlief3lich sollen lokale
Uberhitzungen der aktiven Oberseite des Halbleiter-
chips beim Betrieb des Leistungshalbleiterbauteils
verhindert werden.

[0006] Gelbst wird diese Aufgabe mit dem Gegen-
stand der unabhangigen Anspriiche. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den
abhangigen Ansprichen.

[0007] Erfindungsgemal® wird ein vertikales Leis-
tungshalbleiterbauteil mit einem Halbleiterchip und
einem Verfahren zu dessen Herstellung geschaffen.
Der Halbleiterchip weist auf seiner Oberseite eine
Vielzahl verteilter Kontaktflachen einer gemeinsa-
men Oberseitenelektrode auf. Eine Gegenelektrode
ist auf der Riickseite angeordnet und mit einem ers-
ten Aulienanschluss des Leistungshalbleiterbauteils
verbunden. Die Oberseite des Halbleiterchips weist
eine Metallplatte auf, deren Riickseite mit der Viel-
zahl von Kontaktflachen der Oberseitenelektrode
stoffschlissig verbunden ist. Eine, der Riickseite ge-
genuber liegenden Oberseite der Metallplatte weist
Bondverbindungen zu Kontaktanschlussflachen auf,
die mit mindestens einem gemeinsamen zweiten Au-
Renanschluss des Leistungshalbleiterbauteils elek-
trisch in Verbindung steht.

[0008] Ein derartiges Leistungshalbleiterbauteil hat
den Vorteil, dass eine Vielzahl von wenigen quadrat-
mikrometergrofRen Kontaktflachen auf der Oberseite
des Halbleiterbauteils durch die Metallplatte zu einer
gemeinsamen Oberseitenelektrode parallel geschal-
tet werden koénnen. Diese Metallplatte ist selbsttra-
gend, sodass die GroRRe ihrer Oberseite unabhangig
von der Grof3e der Oberseite des Halbleiterchips ist.
Die Anzahl der Bondanschlisse und damit der Bond-
verbindungen auf der Oberseite der Metallplatte kann
beliebig erhoht werden, sodass die maximal zulassi-
ge Stromdichte pro Borverbindung nicht Uberschrit-
ten wird und ein vorzeitiges Versagen des Leistungs-
halbleiterbauteils durch Uberlastung eines dieser
Bondverbindungen somit verhindert wird.

[0009] Ein weiterer Vorteil dieser Lésung ist es,
dass die gemeinsame Oberseitenelektrode in Form
einer Metallplatte die Stromdichten auf die Vielzahl
der nur wenige Quadratmikrometer gro3en Kontakt-
flachen auf der Oberseite des Halbleiterchips gleich-
maRig verteilt und somit lokale Stromdichtespitzen
und damit lokale Uberhitzungen der Leistungshalblei-
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terelemente des Leistungshalbleiterchips verhindert.
Somit vergleichmaRigt die Metallplatte in vorteilhafter
Weise die Warmeverteilung auf der Oberseite des
Halbleiterchips und sorgt zusatzlich fir eine gleich-
mafige Stromverteilung.

[0010] Das Material dieser Metallplatte weist vor-
zugsweise Kupfer oder eine Kupferlegierung auf, zu-
mal sich dieses Material durch seine hohe elektrische
und thermische Leitfahigkeit gegentber anderen Me-
tallen auszeichnet. Um eine gentgende Anzahl an
Bondanschliissen an der Oberseite der Metallplatte
anzubringen, ist die flachige Erstreckung dieser Me-
tallplatte grofRer als die flachige Erstreckung des
Halbleiterchips. Die von der Oberseite der Metallplat-
te ausgehenden Bondverbindungen stehen mit Kon-
taktanschlussflachen in Verbindung.

[0011] In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der
Erfindung sind derartige Kontaktanschlussflachen
auf kammférmigen Flachleitern angeordnet. Diese
kammformigen Flachleiter weisen als Kammzinken
Innenflachleiter mit den Kontaktanschlussflachen fur
die Bondverbindungen auf. Der Kammricken
schlief3t diese Innenflachleiter zusammen und geht in
einen Auflenflachleiter als zweiter Auflenanschluss
Uber. Diese Ausfuhrungsform der Erfindung hat den
Vorteil, dass die empfindlichen Bondverbindungen
und der Ubergang zu Innenflachleitern noch inner-
halb eines Kunststoffgehduses angeordnet sind,
wahrend nach aufen lediglich ein einzelner zweiter
AuRenanschluss durch entsprechende Ausbildung
des Kammruckens gefuhrt ist.

[0012] In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungs-
form der Erfindung ist das Leistungshalbleiterbauteil
eine vertikal strukturierte Leistungsdiode. Dabei ist
der erste AuRenanschluss die Kathode der Leis-
tungsdiode und der zweite Aufienanschluss bildet die
Anode der Leistungsdiode. Die Anode eines derarti-
gen Leistungshalbleiterbauteils weist eine Vielzahl
von wenigen quadratmikrometergrof3en Kontaktfla-
chen auf, die durch die Metallplatte des erfindungs-
gemalien Bauteils zu einer gemeinsamen Obersei-
tenelektirode zusammengeschlossen werden und
dann Uber entsprechend viele Bondverbindungen zu
dem zweiten Auflenanschluss geflihrt werden. Durch
die Metallplatte als gemeinsame Anode einer Viel-
zahl von Anodenelektroden des Halbleiterchips wer-
den lokale Durchlassstromspitzen verhindert, zumal
die Metallplatte die Stromzufuhrung Uber die Bond-
verbindungen gleichmafig auf die Vielzahl von weni-
gen quadratmikrometergrofen Anodenelektroden
verteilt. Durch das Vermeiden von lokalen Stromspit-
zen wird gleichzeitig eine lokale Uberhitzung der
Leistungshalbleiterdiode vermieden.

[0013] Bei einer weiteren Ausflihrungsform der Er-
findung ist der erste Auenanschluss, der mit der
Ruckseite des Halbleiterchips verbunden ist, ein
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Drainauf3enanschluss eines Halbleiterchips mit verti-
kal strukturierten MOS-Elementen. Der zweite Au-
Renanschluss ist ein Sourceauflenanschluss, der
Uber mehrere Bondverbindungen und tber die Me-
tallplatte mit einer Vielzahl von auf der Oberseite des
Halbleiterchips verteilten Sourcekontaktflachen des
Halbleiterchips elektrisch in Verbindung steht. Dari-
ber hinaus weist diese Ausflihrungsform der Erfin-
dung mindestens einen weiteren Auflenanschluss
als GateauRenanschluss auf, der Uber mindestens
eine Bondverbindung mit einer Gatekontaktflache auf
der Oberseite des Halbleiterchips elektrisch in Ver-
bindung steht. Diese Gatekontaktflache steht ihrer-
seits mit einer Vielzahl von Gateelektroden auf dem
Halbleiterchip Uber eine strukturierte Leiterbahn-
schicht in Verbindung.

[0014] Da die Gateelektroden eines derartigen Leis-
tungshalbleiterbauteils nur einen vernachlassigbaren
kleinen Schaltstrom bendtigen, kénnen samtliche
Gateelektroden des Halbleiterchips zu einem Gate-
kontakt an der Oberseite des Halbleiterchips zusam-
mengefasst werden und Uber einen einzelnen Bond-
draht zu einem GateaulRenanschluss geflihrt werden.
Diese geringe Stromaufnahme liegt daran, dass die
Gateelektroden des Halbleiterchips potenzialgesteu-
ert werden und folglich auerst geringe Strome erfor-
derlich sind, um das elektronische Leistungshalblei-
terbauteil Uber die Gateelektroden durchzuschalten.
Entsprechend ist in der Metallplatte auf der Oberseite
des Halbleiterchips eine Aussparung vorgesehen,
welche die Gatekontaktflache fiir ein Anbringen eines
einzelnen Bonddrahts zur Versorgung der Gateelek-
troden freilasst.

[0015] Die Rickseite des Halbleiterchips, die als
Kathode oder als Drainelektrode des Leistungshalb-
leiterbauteils geschaltet ist, kann vorzugsweise eine
I6tbare Metallisierung aufweisen, sodass eine Létung
auf einer Chipinsel einer Platine oder einer Flachlei-
terstruktur maéglich ist. Aulerdem kann die Chipinsel
als ein Warmeleitungsblock ausgebildet sein, der
gleichzeitig den ersten AuRenanschluss des Leis-
tungshalbleiterbauteils bildet.

[0016] Eine derartige Struktur des Leistungshalblei-
terbauteils hat den Vorteil, dass zur Vergleichmafi-
gung der Strom- und Warmeverteilung auf der Ober-
seite des Halbleiterchips durch die Metallplatte nun
eine weitere Ableitung von Verlustwarme durch den
Warmeleitungsblock méglich wird. Durch die massi-
ve WarmevergleichmaRigung und Warmeableitung
ist es moglich, eine héhere Stromdichte im Halbleiter-
chip und damit kleinere Strukturen im Halbleiterchip
zuzulassen.

[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungs-
form der Erfindung ist zwischen der Metallplatte auf
der Oberseite des Halbleiterchips und den Bondver-
bindungen auf der Oberseite der Metallplatte eine
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metalldiffusionshemmende mehrlagige Beschichtung
angeordnet. Diese metalldiffusionshemmende mehr-
lagige Beschichtung sorgt dafiir, dass Metallatome
nicht in die Grenzschicht zur Bondverbindung der
Bonddrahte diffundieren und die Bondanschlisse
versproden. Ferner verbessert eine derartige metall-
diffusionshemmende mehrlagige Beschichtung die
Haftung der Bonddréhte auf der Metallplatte.
SchlieBlich sorgen die Metalllagen der mehrlagigen
Beschichtung fir ein Verbessern des Bondvorgangs
beim Verbinden der Bonddrahte mit der Metallplatte.
Mit einer derartigen diffusionshemmenden Beschich-
tung wird eine so genannte "Purpurpest”, ndmlich ein
Effekt, bei dem eine Diffusion von Kupferionen aus
der Metallplatte in die Oberflache des Bondanschlus-
ses stattfindet. Es kdnnen andererseits auch Goldio-
nen von dem Bondanschluss in die Oberflache der
Metallplatte hinein diffundieren.

[0018] Innerhalb der metalldiffusionshemmenden
mehrlagigen Beschichtung wird bspw. durch eine Ni-
ckelschicht oder eine Titan- bzw. Wolframschicht
eine derartige Diffusion verhindert. Die fir die Diffusi-
onssperre vorzusehenden zusatzlichen Arbeitsschrit-
te auf der Metallplatte sind nicht besonders aufwen-
dig. Solche Diffusionssperren kénnen bspw. aufge-
sputtert, chemisch oder elektrochemisch durch Ab-
scheidung aufgebracht werden. Mit einer derartigen
Gestaltung der Oberseite der Metallplatte lasst sich
auf besonders einfache Weise ein elektrisches Bau-
teil herstellen, das auch bei hohen Temperaturen
Uber lange Zeit zuverlassig betrieben werden kann.

[0019] Bei einer weiteren Ausflihrungsform der Er-
findung weist die metalldiffusionshemmende Be-
schichtung als untere Lage eine Schicht aus Titan
oder aus einer Titanlegierung auf. Diese Titanschicht
dient hauptséachlich der Haftverbesserung der metall-
diffusionshemmenden Beschichtung. Eine mittlere
Schicht stellt die eigentliche metalldiffusionshem-
mende Metallisierung dar, wahrend eine obere
Schicht die Bondfahigkeit der gesamten metalldiffusi-
onshemmenden Beschichtung verbessert.

[0020] Als mittlere Schicht und damit als metalldiffu-
sionshemmende Schicht wird ein Material, das aus
Titan, Nickel, Vanadium oder Legierungen derselben
besteht, eingesetzt. Diese Materialien verhindern als
geschlossene Schicht das Eindringen von Kupferato-
men in die Bondanschliisse, bspw. aus Gold. In einer
weitern Ausfuhrungsform der Erfindung weist die
obere Lage der diffusionshemmenden Beschichtung
eine Schicht aus Gold, Silber, Aluminium, Palladium
oder Legierungen derselben auf. Diese Schichten
zeichnen sich dadurch aus, dass sie bondbar sind
und intermetallische oder eutektische Verbindungen
mit dem Material der Bonddrahte eingehen.

[0021] Die Bonddrahte selbst weisen Gold, Alumini-
um, Palladium oder Legierungen derselben auf. Die-
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se Materialien haben den Vorteil, dass sie elektrisch
gut leitend sind und einen niedrigen Kontaktwider-
stand aufweisen. Die Bonddréhte werden von der
Metallplatte zu entsprechenden Kontaktanschlussfla-
chen gefuhrt. Diese Kontaktanschlussflachen sind
auf Innenflachleitern oder auf einer Verdrahtungs-
struktur einer Platine angeordnet. Die Kontaktan-
schlussflachen weisen vorzugsweise eine Beschich-
tung aus Gold, Silber, Aluminium oder Legierungen
derselben auf. Die Art der Beschichtung fur die Kon-
taktanschlussflachen hangt von dem Material der
Bonddrahte ab und wird entsprechend den Bond-
dréhten angepasst.

[0022] In einer weiteren Ausfiihrungsform ist es vor-
gesehen, dass die stoffschllissige Verbindung zwi-
schen der Rickseite der Metallplatte und den Kon-
taktflachen einen leitenden Klebstoff aufweist. Diese
Lésung hat den Vorteil, dass der leitende Klebstoff
grofl¥flachig auf die Vielzahl der wenige Quadratmik-
rometer grolRen Kontaktflichen auf der Oberseite
des Halbleiterchips aufgetragen werden kann, ohne
bereits lokal einen Bondkompressionsdruck auszui-
ben. Auflerdem kann fir diese stoffschllissige Ver-
bindung zwischen der Riickseite der Metallplatte und
der Vielzahl von Kontaktflachen auch eine eutekti-
sche Lotverbindung oder eine Diffusionslotverbin-
dung vorgesehen werden. Dazu werden die entspre-
chenden Komponenten einer eutektischen Lotverbin-
dung bzw. einer Diffusionslotverbindung, sowohl| auf
die Rickseite der Metallplatte als auch auf die ge-
samte Oberflache des Halbleiterchips unter Freilas-
sung von Kontaktflachen, die nicht parallel zusam-
menzuschalten sind, aufgebracht. Hier besteht der
Vorteil darin, dass sowohl die eutektische Lotverbin-
dung als auch die Diffusionslotverbin- dung gleichzei-
tig fur eine Vielzahl von Kontaktflachen durchgefuhrt
werden kann.

[0023] Die Gestaltung der AulRenanschlisse ist re-
lativ variabel. In einer bevorzugten Ausfiuhrungsform
der Erfindung ragen die Aul’enanschliisse aus einer
Kunststoffgehdusemasse auf dem Nivea der Unter-
seite des Leistungshalbleiterbauteils seitlich her-
aus. Das hat den Vorteil, dass die Kunststoffgehau-
semasse diese herausragenden Auflenanschlisse
Uber entsprechende Innenflachleiter im Kunststoffge-
hause mechanisch fixieren und verankern kann. Bei
alternativen Ausfuhrungsformen der Erfindung sind
die Aullenanschlisse auf der Unterseite, z.B. in Form
von BGA-Anordnungen (Ball Grid Array), angeord-
net. Bei anderen Gehauseformen ist es vorgesehen,
dass AuRenanschlisse sowohl auf der Unterseite als
auch auf den Randseiten angeordnet sind.

[0024] Vorzugsweise entspricht die Struktur des
Leistungshalbleiterbauteils einem
"COOL-MOS"-Leistungshalbleiterelement. Derartige
"COOL-MOS"-Leistungshalbleiterelemente zeichnen
sich durch ihre hohe Spannungsfestigkeit bei gleich-
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zeitig hoher zulassiger Stromdichte aus.

[0025] Ein Verfahren zur Herstellung eines Leis-
tungshalbleiterbauteils aus mehreren Bauteilkompo-
nenten weist die nachfolgenden Verfahrensschritte
auf. Zunachst wird ein Halbleiterchip hergestellt. Die-
ser Halbleiterchip weist auf seiner Oberseite eine
Vielzahl von Kontaktflachen auf, die zu einer gemein-
samen Oberseitenelektrode gehdren. Ferner weist
der Halbleiterchip eine Riickseite auf, auf der ein
Ruckseitenkontakt als Gegenelektrode angeordnet
ist.

[0026] Zur Aufnahme des Halbleiterchips kann ent-
weder ein Flachleiterrahmen oder eine Platine herge-
stellt werden. Diese weisen mindestens eine Chipin-
sel auf, welche mit einem ersten Aufienanschluss
verbunden ist. Ferner weisen sie Kontaktanschluss-
flachen fir Bondverbindungen auf, welche mit min-
destens einem zweiten AuRenanschluss elektrisch in
Verbindung stehen. Nach dem Herstellen des Flach-
leiterrahmens bzw. einer Platine kann der Halbleiter-
chip mit seiner Riickseite auf der Chipinsel fixiert wer-
den und wird somit mit dem ersten Aufienanschluss
des Leistungshalbleiterbauteils verbunden.

[0027] AnschlieBend wird ein stoffschliissiges Ver-
binden einer Metallplatte als gemeinsame Obersei-
tenelektrode mit der Vielzahl der Kontaktflachen auf
der Oberseite des Halbleiterchips stoffschlissig ver-
bunden. Mit dieser stoffschliissigen Verbindung wird
aus einer Vielzahl von Kontaktflachen durch die Me-
tallplatte eine gemeinsame Oberseitenelektrode fir
den Halbleiterchip geschaffen, die in ihrer flachigen
Erstreckung unabhangig von dem Halbleiterchip ist.
Auf der Oberseite dieser Metallplatte werden nun
mehrere Bondverbindungen angebracht, welche die
Metallplatte mit Kontaktanschlussflachen des zwei-
ten AufBenanschlusses verbinden. Abschlielend
werden die Bauteilkomponenten in einer Kunststoff-
gehdusemasse unter Freilassen der Aufienanschlis-
se verbunden.

[0028] Mit einem derartigen Verfahren kann vor-
zugsweise eine Leistungshalbleiterdiode mit einer
Kathode als ersten Auf3enanschluss und einer Anode
als zweiten Auflenanschluss hergestellt werden.
Wahrend die Kathode lber die Ruckseite des Halb-
leiterchips mit dem ersten Au3enanschluss verbun-
den ist, steht die Anode mit der Metallplatte in Verbin-
dung und ist Gber eine Mehrzahl von Bonddrahten mit
dem entsprechenden AufRenanschluss verbunden.
Die Oberflache der Metallplatte ist fiir eine sichere
Bondverbindung entscheidend. Dazu ist die Metall-
platte eine frei tragende Platte, sodass auch Bond-
verbindungen auflerhalb der flachigen Erstreckung
des Halbleiterchips mdglich werden. Somit kann eine
erhohte Stromdichte, wie sie in einem verkleinerten
Halbleiterchip auftritt dennoch mit entsprechend vie-
len Bondverbindungen dem zweiten Auflenan-
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schluss hergestellt werden.

[0029] Die Zuverlassigkeit der Bondverbindung
kann weiter dadurch erhdéht werden, dass in einem
Verfahrensbeispiel die Metallplatte selektiv oder ins-
gesamt mit einer mehrlagigen metalldiffusionshem-
menden Beschichtung fur Bondverbindungen mit den
nachfolgenden Verfahrensschritten beschichtet wird.
Zunachst wird die Oberseite der Metallplatte mittels
Rucksputtern oder Trockenatzen gereinigt. Anschlie-
Rend wird eine erste untere Lage aus Titan oder einer
Titanlegierung auf die Metallplatte zur Verbesserung
der Haftvermittlung aufgebracht. Danach wird die ei-
gentliche metalldiffusionshemmende Lage als zweite
mittlere Lage aus Nickel, Vanadium oder Legierun-
gen derselben auf die Haftvermittlungslage aufge-
bracht. Schliel3lich wird eine dritte obere Lage aus
Gold, Silber, Aluminium, Palladium oder Legierungen
derselben als Haftvermittler und/oder als Metallver-
binder fur entsprechende Bonddrahte aufgebracht.

[0030] Dieses Aufbringen der ersten bis dritten Lage
kann auch selektiv erfolgen, indem nur an den Posi-
tionen die drei Metalllagen aufgebracht werden an
denen anschliefend Bonddrahte mit der Metallplatte
verbunden werden. Ein selektives Aufbringen der La-
gen kann mittels Photolithographie erfolgen. Ein der-
artiges selektives Aufbringen der Lagen kann auch
mittels Drucktechnik erfolgen, wobei eine Siebdruck-
technik und/oder eine Schablonendrucktechnik be-
vorzugt werden. Doch Iasst sich auch selektiv durch
eine Strahldrucktechnik das Aufbringen der Lagen
verwirklichen. Wenn kein selektives Aufbringen er-
folgt, kénnen die Bondverbindungen auf der Metall-
platte beliebig verteilt werden.

[0031] Die Kontaktanschlussflachen auf entspre-
chenden Innenflachleitern oder auf einer entspre-
chenden Verdrahtungsstruktur einer Leiterplatte kon-
nen zur Verbesserung der Bondmadglichkeit mit einer
Gold- und/oder Aluminiumlegierung beschichtet wer-
den. Das hat den Vorteil, dass die aufgebondeten
Drahte aus einer Aluminium- bzw. Goldlegierung eine
eutektische Verbindung eingehen konnen, deren
Schmelzpunkt niedriger als die Schmelzpunkte von
Gold bzw. Aluminium sind.

[0032] Noch vor einem Verpacken der Leistungs-
halbleiterbauteilkomponenten in eine Kunststoffge-
hdausemasse kann auf die Ruckseite der Chipinsel
ein Warmeleitungsblock aufgebracht werden, der
gleichzeitig auch den ersten Auflenanschluss bildet.
Das hat den Vorteil, dass die Ableitung von Warme
von der Riickseite des Halbleiterchips fir das Leis-
tungshalbleiterbauteil verbessert wird. Die Lebens-
dauer des Leistungshalbleiterbauteils kann somit er-
heblich verlangert werden bzw. spezifische Werte,
wie bspw. die Verlustleistung kénnen entsprechend
erhéht werden, ohne das Bauteil zu schadigen und
ohne die Lebensdauer des Leistungshalbleiterbau-
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teils zu vermindern.
Ausfuhrungsbeispiel

[0033] Die Erfindung wird nun anhand der beigefig-
ten Figuren naher erlautert.

[0034] Fig.1 zeigt schematisch eine perspektivi-
sche Ansicht von Komponenten eines Leistungshalb-
leiterbauteils einer ersten Ausfuhrungsform der Erfin-
dung vor einem Verpacken in eine Kunststoffgehau-
semasse;

[0035] Fig.2 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch das Leistungshalbleiterbauteil der ers-
ten Ausfihrung gemal Fig. 1;

[0036] Fig. 3 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Ansicht von Komponenten eines Leistungshalb-
leiterbauteils einer zweiten Ausflihrungsform der Er-
findung vor einem Verpacken in eine Kunststoffge-
hausemasse;

[0037] Fig.4 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch das Leistungshalbleiterbauteil der ers-
ten Ausfihrungsform der Erfindung gemafR Fig. 3;

[0038] Fig. 5 bis Fig. 8 zeigen schematische, pers-
pektivische Ansichten vom Zusammenbau der Kom-
ponenten eines Leistungshalbleiterbauteils gemaf
der ersten Ausflihrungsform der Erfindung;

[0039] Fig. 5 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Ansicht eines Warmeleitungsblocks mit Chipin-
sel und aufgebrachtem Halbleiterchip;

[0040] Fig. 6 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Ansicht gemal Eig.5 nach Aufbringen eines
stoffschlissigen Materials auf die aktive Oberseite
des Halbleiterchips;

[0041] Fig. 7 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Ansicht gemal Eig. 6 nach Aufbringen einer
Metallplatte als Oberseitenelektrode auf die aktive
Oberseite des Halbleiterchips;

[0042] Fig. 8 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Ansicht gemaR Fig.7 nach Aufbringen von
Bondanschlissen auf die Metallplatte entsprechend
der Ausfihrungsform nach Fig. 1.

[0043] Fig. 1 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Ansicht von Komponenten eines Leistungshalb-
leiterbauteils einer ersten Ausfuhrungsform der Erfin-
dung vor einem Verpacken der Komponenten in einer
Kunststoffgehdusemasse. Die Komponenten sind in
dieser Ausfuhrungsform der Erfindung auf einem
Warmeleitungsblock 20 aufgebaut, der gleichzeitig
als DrainaufRenanschluss 19 ausgebildet ist und ei-
nen Teil der Unterseite 22 des Leistungshalbleiter-
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bauteils bildet. Dieser Warmeleitungsblock 20 ist
Uber eine Chipinsel 9 mit der Riickseite 7 des Halb-
leiterchips 2 verbunden. Somit ist der Halbleiterchip 2
Uber einen Riickseitenkontakt 8 auf seiner Riickseite
7 und die Chipinsel 9 und den Warmeleitungsblock
20 mit dem DrainaufRenanschluss 19 elektrisch ver-
bunden.

[0044] Auf der Oberseite 3 des Halbleiterchips 2 ist
eine Gatekontaktfliche 6 angeordnet, die Uiber eine
Bondverbindung 26 zu einem GateaulRenanschluss
gefuhrt wird. Diese Gatekontaktflache 6 steht tber
nicht gezeigte Leiterbahnen auf der Oberseite 3 des
Halbleiterchips 2 mit einer Vielzahl von Gateelektro-
den des vertikalen Leistungshalbleiterbauteils in Ver-
bindung. Da das Gate eines derartigen Leistungs-
halbleiterbauteils potenzialgesteuert ist, sind die
Schaltstrome relativ gering, sodass eine einzelne
Bondverbindung 26 die Versorgung der Gateelektro-
den sicherstellen kann.

[0045] Im Gegensatz dazu ist der Uiber die Sourcee-
lektroden zu schaltende Gesamtstrom zwischen
Source und Drain wesentlich groRer, sodass eine
Vielzahl von Bondverbindungen 14 erforderlich ist,
um den Source-Drain-Strom zu fuhren. Die wenige
quadratmikrometergrofien Sourceelektroden auf der
Oberseite 3 des Halbleiterchips 2 werden durch eine
Metallplatte 10 zu einer gemeinsamen Oberseitene-
lektrode 30 parallel geschaltet. Diese Metallplatte 10
ist in dieser Ausflhrungsform in ihrer flachigen Er-
streckung groRer als die aktive Oberseite 3 des Halb-
leiterchips 2. Im Prinzip kann somit eine Oberseiten-
elektrode 30 geschaffen werden, deren flachige Er-
streckung unabhangig von der flachigen Erstreckung
der Oberseite 3 des Halbleiterchips 2 ist.

[0046] Wahrend die Rickseite 12 der Metallplatte
10 mit der Vielzahl der Sourceelektroden verbunden
ist, sind auf der Oberseite 11 der Metallplatte 10 meh-
rere Bondanschliisse 36 angeordnet, die in Bondver-
bindungen 14 (ibergehen und die als Oberseitenelek-
trode 30 ausgebildete Metallplatte 10 mit Strom ver-
sorgen.

[0047] Durch diese Metallplatte 10 wird einerseits
eine gleichmaRige Verteilung der Stromdichte von
den diskreten Bondverbindungen 14 zu der Vielzahl
von Sourceelektroden geschaffen, sodass Stromspit-
zen, die zu thermischer Uberhitzung filhren kénnten,
vermieden werden. Somit sorgt die Metallplatte 10 fur
eine thermische und auch fur eine elektrische Gleich-
verteilung der Energiestrome in den Halbleiterchip hi-
nein.

[0048] Fig.2 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch das Leistungshalbleiterbauteil 1 der
ersten Ausfuhrungsform der Erfindung gemaR Fig. 1.
Dieser Querschnitt verdeutlicht, dass die in Fig. 1 ge-
zeigten Komponenten nun in einer Kunststoffgehau-
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semasse 21 verpackt sind. Ferner wird der Aufbau
des erfindungsgemalen Leistungshalbleiterbauteils
1 im Detail gezeigt.

[0049] Der Warmeleitungsblock 20 bildet den Drain-
aulenanschluss 19 und gleichzeitig einen Teil der
Unterseite 22 des Leistungshalbleiterbauteils 1. Auf
gleichem Niveau werden seitlich aus dem Halbleiter-
bauteil 1 ein GateauRenanschluss 18 und ein Sour-
ceaulBenanschluss 15 herausgefiihrt, die ihrerseits
mit entsprechenden Innenflachleitern 16 in Verbin-
dung stehen. Auf den Innenflachleitern 16 sind Be-
schichtungen 24 als Kontaktanschlussflachen 13 an-
geordnet, wobei diese Beschichtungen 24 aus einem
bondbaren Material, vorzugsweise aus einer Silberle-
gierung, bestehen. Im Falle des Gateaufienanschlus-
ses 18 ist dieser Uber den Innenflachleiter 16, die Be-
schichtung 24 und die Bondverbindung 26 mit der
Gatekontaktflache 6 auf der aktiven Oberseite 3 des
Halbleiterchips 2 verbunden.

[0050] Im Falle des Sourceaufienkontaktanschlus-
ses 15 ist dieser Uber einen Innenflachleiter 16, eine
Beschichtung 24 und eine Kontaktanschlussflache
13 Uber eine Mehrzahl von Bondverbindungen 14 mit
der Metallplatte 10 verbunden, wobei diese Metall-
platte 10 eine mehrlagige nicht gezeigte metalldiffusi-
onshemmende Beschichtung aufweist, die dafir
sorgt, dass das Metallmaterial der Bondverbindun-
gen 14 nicht durch Diffusionsvorgdnge des Metallm-
aterials der Metallplatte 10 versprodet. Aufderdem
fordert die mehrlagige Beschichtung der Metallplatte
10 den Bondvorgang. Die Metallplatte 10 ist Uber
eine stoffschliissige Verbindung 25 mit der Vielzahl
von Sourcekontaktflachen 5 auf der Oberseite 3 des
Halbleiterchips 2 verbunden. AulRerdem ist die Rick-
seite 7 des Halbleiterchips 2 uber eine Beschichtung
23 mit der Oberseite 34 des Warmeleitungsblocks 20
und damit mit dem DrainauRenanschluss 19 elek-
trisch verbunden.

[0051] Fig. 3 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Ansicht von Komponenten eines Leistungshalb-
leiterbauteils einer zweiten Ausflihrungsform der Er-
findung vor einem Verpacken der Komponenten in ei-
ner Kunststoffgehdusemasse. Komponenten mit glei-
chen Funktionen, wie in den vorhergehenden Figu-
ren, werden mit den gleichen Bezugszeichen ge-
kennzeichnet und nicht extra erortert.

[0052] Bei dieser Ausfiihrungsform der Erfindung
bilden die Komponenten eine vertikale Leistungs-
halbleiterdiode. Der gemeinsame Oberseitenkontakt
30 in Form einer Metallplatte 10 bildet die Anode 27,
die sich auf der Oberseite 3 des Halbleiterchips 2 aus
einer Vielzahl von Anodenelektroden zusammen-
setzt. Diese Anodenelektroden von wenigen Qua-
dratmikrometern GréRe werden Uber die gemeinsa-
me Oberseitenelektrode 30 in Form der Metallplatte
10 parallel geschlossen, sodass eine Mehrzahl von
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Bondverbindungen 14 den Diodenstrom fiihren kann.
Die Bondverbindungen 14 stehen uber Bondan-
schlisse 36 mit der Metallplatte 10 in elektrischem
Kontakt. Die Kathode 28 dieser Leistungshalbleiterdi-
ode wird von der Ruckseite 7 des Halbleiterchips 2
gebildet und steht Gber einen Riickseitenkontakt 8
mit einer Chipinsel 9 elektrisch in Verbindung, die in
einen Warmeleitungsblock 20 tbergeht. Der Warme-
leitungsblock 20 ist seinerseits mit einem Auflen-
flachleiter 17 als Kathodenanschluss 37 verbunden
und bildet eine Gegenelektrode 29 zu der Obersei-
tenelektrode 30.

[0053] Fig.4 =zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch das vertikale Leistungshalbleiterbauteil
40 der zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung ge-
maR Fig. 3. Die Vielzahl von Anodenelektroden 38
bilden Kontaktflachen 4 auf der Oberseite des Halb-
leiterchips 2 und werden zu einer gemeinsamen
Oberseitenelektrode 30 durch die Metallplatte 10 zu-
sammengeschaltet. Dazu weist die Unterseite 12 der
Metallplatte 10 eine stoffschliissige Verbindung 25
mit den Kontaktflachen 4 auf. Diese stoffschllissige
Verbindung 25 kann ein leitender Klebstoff sein oder
eine eutektische Lotverbindung oder auch eine Diffu-
sionslotverbindung.

[0054] Die Metallplatte 10 kann als gemeinsame
Oberseitenelektrode 30 Uber die stoffschlissige Ver-
bindung 25 mit der Vielzahl von Anodenelektroden 38
verbunden werden. Auf der Oberseite 11 der Metall-
platte 10 sind eine Mehrzahl von Bondanschliissen
36 angeordnet, die Uber Bonddrahte 33 und entspre-
chende Kontaktanschlussflachen 13 mit einem In-
nenflachleiter 16 verbunden sind, der zu einem Au-
Renflachleiter 17 Gbergeht und einen zweiten Auf3en-
anschluss 32 bildet, der mit der Anode 27 des verti-
kalen Leistungshalbleiterbauteils 40 verbunden ist.
Der Warmeleitungsblock 20 geht unmittelbar in einen
ersten Aullenanschluss 31 Uber, der als AuRRenflach-
leiter 17 ausgebildet ist und eine Bohrung 39 auf-
weist, mit dem die Kathode 28 der vertikalen Leis-
tungshalbleiterdiode, bspw. mit einem Massepotenzi-
al, verbunden werden kann.

[0055] Die Fig. 5 bis Fig. 8 zeigen schematische,
perspektivische Ansichten vom Zusammenbau der
Komponenten eines vertikalen Leistungshalbleiter-
bauteils gemal der ersten Ausfiihrungsform der Er-
findung.

[0056] Fig. 5 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Ansicht eines Warmeleitungsblocks 20 mit Chi-
pinsel 9 und aufgebrachtem Halbleiterchip 2. Dieser
Halbleiterchip 2 ist mit seiner Riickseite 7 Gber einen
Ruckseitenkontakt 8 mit der Chipinsel 9 verbunden.
Auf seiner Oberseite 3 weist der Halbleiterchip 2 eine
Vielzahl von Sourceelektroden auf, die wenige Qua-
dratmikrometer grof3 sind. Ferner weist die Oberseite
3 eine einzelne Gatekontaktflache 6 auf, Uber die
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eine Vielzahl von Gateelektroden auf der Oberseite 3
des Halbleiterchips 2 erreichbar sind.

[0057] Fig. 6 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Ansicht gemal Fig. 5 nach Aufbringen eines
stoffschlissigen Materials 35 auf die aktive Oberseite
3 des Halbleiterchips 2. Dieses stoffschlissige Mate-
rial 35 wird nur auf den Bereich der Oberseite 3 des
Halbleiterchips 2 aufgebracht, der die Sourcekontakt-
flachen 5, wie sie in Fig. 2 gezeigt werden, aufweist.
Dieses stoffschliussige Material 35 kann ein Leitkle-
ber oder ein Lotmaterial sein.

[0058] Fig. 7 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Ansicht gemal Fig. 6 nach Aufbringen einer
Metallplatte 10 als Oberseitenelektrode 30 auf die ak-
tive Oberseite 3 des Halbleiterchips 2. Die Metallplat-
te 10 bedeckt fast vollstandig die Oberseite 3 des
Halbleiterchips 2 und Iasst lediglich in einer Ausspa-
rung 41 einen Zugriff auf die Gatekontaktflache 6 zu.
Die selbsttragende Metallplatte 10 ist groRer als die
Oberseite 3 des Halbleiterchips 2 und kann somit
eine Mehrzahl von Bondanschlissen aufnehmen.

[0059] Fig. 8 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Ansicht gemaR Eig.7 nach Aufbringen von
Bondanschliissen 36 auf die Metallplatte 10 entspre-
chend der ersten Ausfiihrungsform der Erfindung ge-
mal Fig. 1. Komponenten mit gleichen Funktionen,
wie in den vorhergehenden Figuren, werden mit glei-
chen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra
erortert. Eine detaillierte Beschreibung der Eig. 8 er-
Ubrigt sich, da diese Ausfuhrungsform der Erfindung
exakt der Darstellung der Eig. 1 entspricht.

Bezugszeichenliste

Leistungshalbleiterbauteil

Halbleiterchip

Oberseite des Halbleiterchips
Kontaktflachen

Sourcekontaktflache

Gatekontaktflache

Rickseite des Halbleiterchips
Ruckseitenkontakt

Chipinsel

10 Metallplatte

1" Oberseite der Metallplatte

12 Unterseite der Metallplatte

13 Kontaktanschlussflache flir Bondverbindung
14 Bondverbindung

15  Sourceauflenanschluss

16 Innenflachleiter

17  AuBRenflachleiter bzw. Auenanschluss

18 GateaulRenanschluss

19 DrainauRenanschluss

20 Warmeleitungsblock

21 Kunststoffgehausemasse

22 Unterseite des Leistungshalbleiterbauteils
23 Beschichtung auf Rickseite des Halbleiter
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chips
24 Beschichtung der Innenflachleiter
25  stoffschliissige Verbindung
26 Bondverbindung der Gatekontaktflache
27 Anode
28 Kathode
29 Gegenelektrode
30 gemeinsame Oberseitenelektrode
31 erster AuRenanschluss (Kathode, Drain)
32  zweiter AuRenanschluss (Anode, Source)
33 Bonddraht (allgemein)
34  Oberseite des Warmeleitungsblocks
35  stoffschllissiges Material
36 Bondanschluss
37 Kathodenanschluss
38 Anodenelektroden

39 Bohrung
40 Leistungshalbleiterchip (zweite Ausfiihrungs
form)

41 Aussparung in der Metallplatte

Patentanspriiche

1. Vertikales Leistungshalbleiterbauteil mit einem
Halbleiterchip (2), der eine Vielzahl von auf der Ober-
seite (3) verteilten Kontaktflachen (4) einer gemein-
samen Oberseitenelektrode (30) und auf der Riick-
seite (7) eine Gegenelektrode (29) mit einem ersten
AuRenanschluss (31) des Leistungshalbleiterbauteils
(1) aufweist, wobei die Oberseite (3) des Halbleiter-
chips (2) eine Metallplatte (10) aufweist, deren Unter-
seite (12) mit den Kontaktflachen (4) der Oberseiten-
elektrode (30) stoffschlissig verbunden ist und wobei
eine der Unterseite (12) gegenuberliegende Obersei-
te (11) der Metallplatte (10) Bondverbindungen (14)
zu Kontaktanschlussflachen (13) aufweist, die mit
mindestens einem gemeinsamen zweiten Aufenan-
schluss (32) des Leistungshalbleiterbauteils (1) elek-
trisch in Verbindung stehen.

2. Leistungshalbleiterbauteil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Auflenan-
schluss (32) einen kammfdormigen Flachleiter auf-
weist, dessen Kammzinken Innenflachleiter (16) mit
Kontaktanschlussflachen (13) fur Bondverbindungen
(14) aufweisen und dessen Kammricken einen Au-
Renflachleiter (17) als zweiten AulRenanschluss (32)
bildet.

3. Leistungshalbleiterbauteil nach Anspruch 1
oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
flachige Erstreckung der Metallplatte (10) groRer als
die flachige Erstreckung des Halbleiterchips (2) ist.

4. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der vor-
hergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Auflenanschluss (31) eine Kathode
(28) eines Halbleiterchips (2) mit vertikal strukturier-
ter Leistungsdiode und der zweite Auflenanschluss
(32) eine Anode (27) des Halbleiterchips (2) mit ver-
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tikal strukturierter Leistungsdiode ist.

5. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der vor-
hergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste AuRenanschluss (31) ein Drainauf3en-
anschluss (19) eines Halbleiterchips (2) mit vertikal
strukturierten MOS-Elementen und der zweite Au-
Renanschluss (32) ein SourceauRenanschluss (15),
der Uber mehrere Bondverbindungen (14) und Uber
die Metallplatte (10) mit einer Vielzahl von auf der
Oberseite (3) des Halbleiterchips (2) verteilten Sour-
cekontaktflachen (5) des Halbleiterchips (2) elek-
trisch in Verbindung steht.

6. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Leistungshalbleiterbauteil (1) mindestens
einen weiteren AuRenanschluss als Gateaul3enan-
schluss (18) aufweist, der Uber mindestens eine
Bondverbindung (26) mit einer Gatekontaktflache (6)
auf der Oberseite (3) des Halbleiterchips (2) elek-
trisch in Verbindung steht.

7. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der vor-
hergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Halbleiterchip (2) mit seiner Riickseite (7)
auf einem Warmeleitungsblock (20) angeordnet ist,
der den ersten AuRenanschluss (31) des Leistungs-
halbleiterbauteils (1) bildet.

8. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der vor-
hergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Halbleiterchip (2) auf seiner Riickseite (7)
eine I6tbare Metallisierung aufweist, die eine Lotung
auf einer Chipinsel (9) einer Platine oder einer Flach-
leiterstruktur ermdglicht.

9. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der vor-
hergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Metallplatte (10) und den Bond-
verbindungen (14) eine metalldiffusionshemmende
mehrlagige Beschichtung angeordnet ist.

10. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die metalldiffusionshemmende Beschich-
tung als eine untere Lage eine Schicht aus Titan oder
aus einer Titanlegierung aufweist.

11. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die metalldiffusionshemmende Beschich-
tung als mittlere Schicht eine Schicht aus Titan, Ni-
ckel, Vanadium oder Legierungen derselben auf-
weist.

12. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die metalldiffusionshemmende Beschich-
tung als oberste Lage eine Schicht aus Gold, Silber,
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Aluminium, Palladium oder Legierungen derselben
aufweist.

13. Elektronisches Leistungshalbleiterbauteil
nach einem der vorhergehenden Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bondverbindungen
(14) Bonddrahte (33) aus Gold, Aluminium, Palladi-
um oder Legierungen derselben aufweisen.

14. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der
Anspriche 2 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontaktanschlussflachen (13) auf Innenflachleiter
(16) oder auf einer Verdrahtungsstruktur einer Platine
eine Beschichtung (24) aus Silber oder einer Silber-
legierung aufweisen.

15. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die stoffschlissige Verbindung (25) zwi-
schen der Unterseite (12) der Metallplatte (10) und
den Kontaktflachen (4) einen leitenden Klebstoff auf-
weist.

16. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die stoffschlissige Verbindung (25) zwi-
schen der Unterseite (12) der Metallplatte (10) und
den Kontaktflachen (4) eine eutektische Lotverbin-
dung oder eine Diffusionslotverbindung aufweist.

17. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Auflenanschlisse (17) aus einer Kunst-
stoffgehdusemasse (21) auf dem Niveau der Unter-
seite (22) des Leistungshalbleiterbauteils (1) seitlich
herausragen.

18. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass AulRenanschlisse (17) auf der Unterseite
(22) und/oder den Randseiten des Leistungshalblei-
terbauteils (1) angeordnet sind.

19. Leistungshalbleiterbauteil nach einem der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Aufbau und die Struktur des Leistungs-
halbleiterbauteils (1) einem ,COOL-MOS"-Leistungs-
halbleiterelement entspricht.

20. Verfahren zur Herstellung eines Leistungs-
halbleiterbauteils (1) aus mehreren Bauteilkompo-
nenten, das folgende Verfahrensschritte aufweist:

— Herstellen eines Halbleiterchips (2), der auf seiner
Oberseite (3) eine Vielzahl von Kontaktflachen (4) ei-
ner gemeinsamen Oberseitenelektrode (30) aufweist
und dessen Riickseite (7) einen Rickseitenkontakt
(8) aufweist;

— Herstellen eines Flachleiterrahmens oder einer Pla-
tine mit einer Chipinsel (9), die mit einem ersten Au-
Renanschluss (31) verbunden ist, und mit Kontaktan-
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schlussflachen (13) flr Bondverbindungen (14), die
mit mindestens einem zweiten AuRenanschluss (32)
elektrisch in Verbindung stehen;

— Fixieren des Halbleiterchips (2) mit seiner Riicksei-
te (7) auf der Chipinsel (9);

— stoffschlussiges Verbinden einer Metallplatte (10)
als gemeinsame Oberseitenelektrode (30) mit der
Vielzahl der Kontaktflachen (4) auf der Oberseite (3)
des Halbleiterchips (2);

— Herstellen von mehreren Bondverbindungen (14)
zwischen der Oberseite (11) der Metallplatte (10) und
Kontaktanschlussflachen (13) des zweiten Au3enan-
schlusses (32);

— Verpacken der Bauteilkomponenten in einer Kunst-
stoffgehausemasse (34) unter Freilassen der Aul3en-
anschlusse (17).

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Metallplatte (10) selektiv mit
einer mehrlagigen metalldiffusionshemmenden Be-
schichtung fir Bondverbindungen mit folgenden Ver-
fahrensschritten beschichtet wird:

— Reinigen der Oberseite (11) der Metallplatte (10)
mittels Rucksputtern oder Trockenatzen;

— selektives Aufbringen einer ersten unteren Lage
aus Titan oder einer Titanlegierung als Haftvermittler
auf die Metallplatte (10);

— selektives Aufbringen einer zweiten mittleren Lage
aus Nickel, Vanadium, oder Legierungen derselben
als metalldiffusionshemmende Lage auf die Haftver-
mittlerlage;

— selektives Aufbringen einer dritten oberen Lage aus
Gold, Silber, Aluminium, Palladium oder Legierungen
derselben als Haftvermittler oder Metallverbinder zu
entsprechenden Bonddrahten (33).

22. Verfahren nach Anspruch 20 oder Anspruch
21, dadurch gekennzeichnet, dass das selektive Auf-
bringen der Lagen mittels Photolithographietechnik
erfolgt.

23. Verfahren nach Anspruch 20 oder Anspruch
21, dadurch gekennzeichnet, dass das selektive Auf-
bringen der Lagen mittels Drucktechnik erfolgt.

24. Verfahren nach Anspruch 20 oder Anspruch
21, dadurch gekennzeichnet, dass das selektive Auf-
bringen der Lagen mittels Siebdruck oder Schablo-
nendruck erfolgt.

25. Verfahren nach einem der Anspriiche 20 bis
24, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktan-
schlussflachen (13) vor einem Aufbringen eines
Halbleiterchips (2) mit einer Gold- und/oder Alumini-
umlegierung beschichtet werden.

26. Verfahren nach einem der Anspriiche 20 bis
25, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Verpa-
cken zu Leistungshalbleiterbauteilen (1) auf die
Ruckseite der Chipinsel (9) ein Warmeleitungsblock

2006.03.23

(20) aufgebracht wird, der gleichzeitig als erster Au-
Renanschluss (31) dient.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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